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近年 In2O3に 4価の Geをドープすると、キャリアドープによる電気抵抗率の減少と、第二相

の In2Ge2O7の析出による熱伝導率の減少が同時に起こることで、In1.8Ge0.2O3の組成で無次元性

能指数が 1273 Kで 0.46という値を得たことが報告された[1]。そこで、我々は 4価元素M(Si, Ti, 

Ge, Sn, Te, Ce)を Inサイトに置換した In2-xMxO3の構造及び熱電特性を評価することで、In2O3へ

の最適なドープ元素とドープ濃度を明らかにしようと試みてきた。また、Geが有効なドープ元

素として働くメカニズムについての検討を進めた。 

前回の学会では、ドープ元素により不純物相の分散の仕方、組成に違いが見られ、それは熱

電特性にも影響を与えたということを報告した[2]。加えて、イオン半径と格子定数の相関性を

確認しようと試みた。しかし、ドープ元素に伴う酸素欠損の量に差が生じていると考えられ、

格子定数の精密化を行うことが出来なかった。本研究ではドープ元素と熱電特性との相関性を、

キャリア濃度及びキャリア移動度から検討した。 

図 1に In1.9M0.1O3の出力因子の温度依存性を示

す。M=Geサンプルが1148 KでP=7.3×10
-4

 W/K
2
m、

M=Snサンプルが 1045 Kで、P=5.4×10
-4

 W/K
2
m 

を示し、Ge, Snをドープすることで熱電性能が向上

する事が分かった。図 2に In1.9M0.1O3におけるドー

プ元素Mとキャリア濃度及びキャリア移動度の関

係を示す。M=Geサンプルはキャリア濃度及びキャ

リア移動度ともに高い値を示し、M=Snサンプルも

高いキャリア濃度を示した。 

発表では最適なドープ元素、キャリア濃度とキ

ャリア移動度が得られる起源について、ドープ量

を変化させた際の熱電特性、キャリア濃度、キャ

リア移動度の変化も併せ、詳細について議論する。 
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図 2: ドープ元素とキャリア濃度、 
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図 1: In1.9M0.1O3の出力因子の温度依存性 
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